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(57) Abstract: The invention relates to an organic optoelectronic component (1) in various embodiments. The organic
optoelectronic component (1) has a first electrode (20), an organic functional layer structure (22) above the first electrode, and a
second electrode (23), which is formed above the organic functional layer structure (22). The second electrode (23), the organic
functional layer structure (22), and the first electrode (20) form an overlap region (40). The first electrode (20) is transparent and the
second electrode (23) is opaque. In the overlap region (40), the opaque second electrode (23) has, on a side of the opaque second
electrode (23) facing away from the organic functional layer structure (22), at least one recess (44), in which the opaque second
electrode (23) is thinner than outside of the recess (44) and which forms a coding.

(57) Zusammenfassung:
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In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen wird ein organisches optoelektronisches Bauelement (1) bereitgestellt. Das organische
optoelektronische Bauelement (1) hat eine erste Elektrode (20), eine organische funktionelle Schichtenstruktur (22) iiber der
ersten Elektrode (20) und eine zweite Elektrode (23), die iiber der organischen funktionellen Schichtenstruktur (22) ausgebildet
ist. Die zweite Elektrode (23), die organische funktionelle Schichtenstruktur (22) und die erste Elektrode (20) bilden einen
Uberlappungsbereich (40). Die erste Elektrode (20) ist transparent ausgebildet und die zweite Elektrode (23) ist opak ausgebildet.
In dem Uberlappungsbereich (40) weist die opake zweite Elektrode (23 ) auf einer von der organischen funktionellen
Schichtenstruktur ( 22 ) abgewandten Seite der opaken zweiten Elektrode (23 ) mindestens eine Vertiefung (44) auf, in der die
opake zweite Elektrode (23 ) diinner ausgebildet ist als aulerhalb der Vertiefung (44 ) und die eine Kodierung bildet.
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ORGANISCHES OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT, VERFAHREN ZUM
HERSTELLEN EINES ORGANISCHEN OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS
UND VERFAHREN ZUM AUSLESEN EINER KODIERUNG, DIE IN EINEM
ORGANISCHEN OPTOELEXTRONISCHEN BAUELEMENT ENTHALTEN IST

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein organisches optoelektrcnisches
Bauelement, ein Verfahren zum Herstellen eines organischen
optoelektronischen Bauelements und ein Verfahren zum Auslesen
einer Kodierung, die in einem organischen optoelektronischen
Bauelement enthalten ist.

Optoelektronische Bauelemente auf organischer Basis,
sogenannte organische optoelektronische Bauelemente,
beispielsweise organische Leuchtdioden, organische
Solarzellen oder organische Lichtdetektoren, finden zunehmend
verbreitete Anwendung. Beispielsweise halten die organischen
Leuchtdicden (organic light emitting diode - OLED) zunehmend
Einzug in die Allgemeinbeleuchtung, beispielsweise als
Flachenlichtquellen. Insbescndere sind Bottom-Emitter-0OLEDs
bekannt, die Licht durch einen Trager der entsprechenden OLED
emittieren. Dabei wird die Seite der OLED als Vorderseite
bezeichnet, durch die das erzeugte Licht tritt, und die
andere Seite der OLED wird als Rlckseite bezeichnet. Somit
bildet bei einem Bottom-Emitter der Trager die Vorderseite.
Bei einer Bottom-Emitter OLED ist entweder die Anode oder die
Kathode opak, also nicht transparent, ausgebildet. Die
jeweils andere Elektrode ist transparent ausgebildet. Die
opake Elektrode ist haufig spiegelnd ausgebildet, sgo dass das
von dem organischen funktionellen Schichtensystem erzeugte
Licht von der opaken Elektrode hin zu der transparenten
Elektrode gespiegelt wird. Insgesamt ist der Bottom-Emitter
opak, also nicht transparent bzw. nicht durchsichtig.

Ein organisches optoelektronisches Bauelement, beispielsweilse
eine OLED, kann eine Anode und eine Kathode und dazwischen

ein organisches funktionelles Schichtensystem aufweisen. Das
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organische funktionelle Schichtensystem kann aufweisen eine
oder mehrere Emitterschichten, in denen elektromagnetische
Strahlung erzeugt wird, eine Ladungstrigerpaar-Erzeugungs-
Schichtenstruktur aus jeweils zwei oder mehr
Ladungstrigerpaar-Erzeugungs-Schichten (,charge generating
layer", CGL) zur Ladungstrdgerpaarerzeugung, sowie eine oder
mehrere Elektronenblockadeschichten, auch bezeichnet als
Lochtransportschichten (,hole transport layer™ -HTL), und
eine oder mehrere Lochblockadeschichten, auch bezeichnet als
Elektronentransportschichten (,electron transport layer™ -
ETL), um den Stromfluss zu richten.

Organische optoelektronische Bauelemente kdnnen in optisch
nicht aktiven oder sensitiven Bereichen, beispielsweise in
Kontaktbereichen zur elektrischen Kontaktierung, individuelle
Produktkennzeichnungen aufweisen. Beispilelsweise ermdglicht
eine Markierung mit einer Los- oder Bautellnummer die
Rlickverfolgbarkeit des organischen optoelektronischen
Bauelements. Da jedoch hdufig die optisch aktive bzw.
sensitive Fldche des optoelektronischen Bauelements relativ
zur gesamten Bauteilfldche maximiert werden soll, steht im
optisch nicht aktiven bzw. sensitiven Bereich nur ein

begrenzter Platz flr eine Bauteilmarkierung zur Verfigung.

Als Produktbezeichnungen werden beispielsweise vor dem
Prozessieren, also vor dem Ausbilden der Schichten des
optoelektronischen Bauelements, sogenannte Data Matrix Label
(DML} in dem Kontaktbereich am Bauteilrand in das
Substratglas gelasert. Bin-Information bzw. Testergebnisse,
die erst nach dem Prozessleren gewonnen werden, kdnnen auf
diese Weise dem optoelektronischen Bauelement und
insbesondere dem DML nicht hinzugefltigt werden. Auferdem steht
am optisch nicht aktiven bzw. sensitiven Bauteilrand haufig
nur Platz flr ein DML mit lediglich kodierter Platten- und
Bauteilnummer sowie Plattenherkunft zur Verflgung. Alternativ
dazu kénnen am fertigen Bauteil im optisch inaktiven bzw.
nicht sensitiven Bereich beschriftete Etiketten angebracht

werden, welche einerseits ldsbar und damit nicht permanent
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sind, andererseits weiteren Platz im optisch nicht aktiven
bzw. nicht sensitiven Bereich des optoelektronischen
Bauelements bendtigen und auBerdem im eingebauten Zustand des
optoelektronischen Bauelements, beispielsweise einer OLED in

einer Leuchte, in der Regel nicht ausgelesen werden kdénnen.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein organisches
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen, das eine
Kodierung aufweist, die einfach auslesbar ist, die permanent
ist, die einen grofien Informationsgehalt aufweisen kann
und/oder die bei normaler Verwendung des organischen
optoelektronischen Bauelements nicht lesbar ist.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum
Herstellen eines organischen optoelektronischen Bauelements
bereitzustellen, das einfach und/oder kostenglnstig
durchfiUhrbar ist und/oder das ermdglicht, dass das organische
lichtemittierende Bauelement eine Kodierung aufweist, die
einfach auslesbar ist, die permanent ist, die einen grofien
Informationsgehalt aufweisen kann und/oder die bei normaler
Verwendung des organischen optoelektronischen Bauelements
nicht lesbar ist.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Auslesen
einer Kodierung, die in einem organischen optoelektronischen
Bauelement enthalten ist, bereitzustellen, wobel das
Verfahren zum Auslesen der Kodierung einfach und/oder
kostenglinstig durchfihrbar ist.

Die Aufgabe wird gemdld einem Aspekt der Erfindung geldst
durch ein organisches optoelektronisches Bauelement, mit
einer ersten Elektrode, einer organischen funktionellen
Schichtenstruktur, die Uber der ersten Elektrode ausgebildet
ist und einer zweiten Elektrode, die lUber der organischen
funktionellen Schichtenstruktur ausgebildet ist. Die erste
Elektrode, die organische funktionelle Schichtenstruktur und
die zweite Elektrode bilden einen Uberlappungsbereich. Die

erste Elektrode ist transparent ausgebildet und die zweite
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Elektrode ist opak ausgebildet. In dem Uberlappungsbereich
weist die opake zweite Elektrode auf einer von der
organischen funktionellen Schichtenstruktur abgewandten Seite
der opaken zweiten Elektrode mindestens eine Vertiefung auf,
in der die opake zweite Elektrode dinner ausgebildet ist als
aufferhalb der Vertiefung und die eine Kodierung bildet.

Die Vertiefung kann Teil mehrerer Vertiefungen sein, die
gemeinsam die Kodierung bilden. Die Vertiefung und
gegebenenfalls die mehreren Vertiefungen bilden die
Kodierung, die einfach auslesbar ist, die permanent ist, die
einen grofen Informationsgehalt aufweisen kann und/oder die
bei normaler Verwendung nicht lesbar ist. Die Kedierung ist
insbesondere einfach auslesbar, da sie mit einfachen Mitteln,
beispielsweise mittels eines Menschen und/oder einer Maschine
auslesbar ist. Die Kodierung ist insbesondere permanent, da
sie in die opake zweite Elektrode eingearbeitet und nicht
etwa auf das organische optoelektronische Bauelement
aufgeklebt oder aufgeschrieben ist und gegenltber Feuchte
und/oder L&semittel resigtent ist. Die Kodierung kann
insbesondere einen groffen Informationsgehalt aufweisen, da
sie in dem Uberlappungsbereich, der ein optisch aktiver oder
optisch sensitiver Bereich des optoelektronischen Bauelements
ist, ausgebildet wird und in dem optisch aktiven bzw.

sensitiven Bereich viel Flache zur Verfigung steht.

Da die zweite Elektrode opak ist, ist auch das organische
optoelektronische Bauelement opak und das organische
optoelektronische Bauelement ist im Falle einer OLED ein
Bottom-Emitter. Falls der Bottom~-Emitter einen Trager
aufweist, Uber dem die erste Elektrode ausgebildet ist, so
bildet der Trdger die Vorderseite des organischen
optoelektronischen Bauelements und gegebenenfalls bildet ein
Abdeckkdrper Uber der zwelten Elektrode eine Rlckseite des
organischen optoelektronischen Bauelements. Ausgehend von der
organischen funktionellen Schichtenstruktur sind die
Vertiefung bzw. die Vertiefungen der Ruckseite des
organischen optoelektronischen Bauelements, also dem



10

15

20

25

30

35

WO 2016/184983 PCT/EP2016/061326

Abdeckkdrper, zugewandt und bei normaler Verwendung und
normaler Beleuchtung des organischen optoelektronischen

Bauelements von der Vorderselte aus nicht erkennbar.

Das organische optoelektronische Bauelement kann
beispielsweise ein organisches lichtemittierendes Bauelement,
insbesondere eine OLED, oder ein organisches Licht
absorbierendes Bauelement, beilgpielsweise eine organische
Solarzelle oder ein organischer Detektor sein. Im Falle des
organischen lichtemittierenden Bauelements ist die organische
funktionelle Schichtenstruktur eine organische
lichtemittierende Schichtenstruktur. Im Falle des organischen
Licht absorbierenden Bauelements ist die organische
funktionelle Schichtenstruktur eine organische Licht
absorbierende Schichtenstruktur.

Dass die zweite Elektrode opak, alsc nicht durchsichtig ist,
bedeutet, dass sie im Betrieb oder auffer Betrieb des
organischen optoelektronischen Bauelements beil einer normalen
Beleuchtung im Auflicht und/oder bei indirektem Tageslicht
und/oder Tageslicht im Auflicht fir einen Menschen nicht
durchsichtig ist. Somit ist auch das organische
optoelektronische Bauelement bei normaler Verwendung opak.
Die normale Beleuchtung bezieht sich somit im Falle einer
OLED auf den gichtbaren Teil des Lichts, das von der QOLED
selbst erzeugt wird, oder allgemein auf den sichtbaren Teil
des Lichts, das von einer Standardraumbeleuchtung erzeugt
wird oder das im Tageslicht enthalten ist. Auflerdem bezieht
sich die normale Beleuchtung vorzugsweise auf eine indirekte
Beleuchtung und/oder auf Auflicht, das von der gleichen Seite
des organischen optoelektronischen Bauelements auf das
organische optoelektronische Bauelement trifft auf der das
organische optoelektronische Bauelement betrachtet wird.
Auflicht ist somit in diesem Zusammenhang das Gegenteil von
Durchlicht, bei dem Licht auf einer Seite eines Kdrpers in
diegsen eintritt, durch den Kdrper tritt und auf der anderen
Seite des Korpers erkennbar ist. Dass die transparente
Elektrode transparent bzw. durchsichtig ist, bedeutet im
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Falle einer OLED, dass Licht, das im Betrieb der QLED erzeugt
wird, derart durch die transparente Elektrode tritt, dass
damit ein Raum beleuchtet werden kann und/oder dass das Licht
von einem Menschen ohne Hilfsmittel erkennbar ist und/oder
dass das Licht flir eine therapeutische und/oder kosmetische
Behandlung, beispielsweise eine medizinische Anwendung,
verwendet werden kann. Dass die transparente Elektrode
transparent bzw. durchsichtig ist, bedeutet im Falle einer
organischen Solarzelle oder eines organischen Detektors, dass
ausreichend Licht durch die transparente Elektrode treten
kann, dass damit eine Spannung und/oder ein Strom erzeugt
werden kénnen bzw. das Licht detektiert werden kann.

Da die opake zweite Elektrode nicht durchsichtig ist, und die
Vertiefung bzw. Vertiefungen auf der von der organischen
funktionellen Schichtenstruktur abgewandten Seite der opaken
zweiten Elektrode ausgebildet sind, ist die Kodierung bei
normaler Verwendung des organischen optoelektronischen
Bauelements nicht sichtbar, insbesondere flr einen Menschen
nicht sichtbar. Insbesgondere ist die Kodierung bei der
normalen Verwendung aufgrund der opaken zweiten Elektrode von
der Vorderseite des organischen optoelektronischen
Bauelements nicht sichtbar. Falls an der opaken zweiten
Elektrode eine Verkapselung ausgebildet ist, beispielsweise
ein Abdeckkérper, der eine Ruckseite des organischen
optoelektronischen Bauelements bildet und die opake zweite
Elektrode bedeckt, so ist die Kodierung auch von der
Rickseite des organischen optoelektronischen Bauelements
nicht sichtbar. Die normale Verwendung kennzeichnet in diesem
zZusammenhang eine Verwendung, beil der das organische
optoelektronische Bauelement nicht aktiv ist und von einer
anderen normalen Raumbeleuchtung oder Tageslicht beleuchtet
wird und/oder bei der das organische optoelektronische
Bauelement aktiv ist, und selbsgt Licht erzeugt oder Licht zum
Zwecke der Energieerzeugung oder der Lichtdetektion
absorbiert. Die opake zweite Elektrode ist somit derart opak
und/oder dick und die Vertiefungen sind derartig gering, dass
die normale Raumbeleuchtung, das indirekte Tageslicht, das
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Tageslicht im Auflicht und/oder das von der OLED selbst
erzeugte Licht nicht ausreichen, dass die Kodierung von einem
Menschen ohne besondere Hilfsmittel lesbar ist.

Die Kodierung kann jedoch sichtbar gemacht werden, in dem das
organische optoelektronische Bauelement mit einer externen
Lichtguelle, insbesondere mit einer besonders starken
und/oder intensiven externen Lichtquelle im Durchlicht
beleuchtet wird. In anderen Worten wird das organische
lichtemittierende Bauelement zum Lesen der Kodierung Uber ein
starkes Durchlicht gehalten. Dadurch wird die Kodierung von
auflen sichtbar. Vorzugsweise wird die Ruckseite des
organigchen lichtemittierenden Bauelements beleuchtet und die
Kodierung wird von der Vorderseite aus gelesen. Dies kann
dazu beitragen, dass die organische funktionelle
Schichtenstruktur nicht von dem intensiven Licht der externen
Lichtquelle beschadigt wird.

GemaR einer Weiterbildung ist die opake zweite Elektrode in
der bzw. den Vertiefungen um 50% bis 90% dinner als auferhalb
der Vertiefungen.

Gemdfl einer Weiterbildung ist eine Dicke der opaken zweiten
Elektrode in der bzw. den Vertiefungen um 1 nm bis 200 nm,
beispielsweise um 100 nm bis 180 nm, dinner als aufierhalb der
Vertiefungen. In anderen Worten weisen die Vertiefungen eine
Tiefe auf von beispielsweise 1 nm bis 200 nm, beispielsweise
100 nm bis 180 nm.

Insbesondere muss die Tiefe der Vertiefungen derart gering
sein, dass die Kodierung bei der normalen Verwendung ohne
Hilfsmittel nicht lesbar ist, und die Tiefe der Vertiefungen
muss derart tief sein, dass die Kodierung bei der Beleuchtung
mittels der externen Lichtquelle lesbar ist. Beispielsweise
kann die Tiefe der Vertiefungen derart gewahlt sein, dass
eine Transparenz der copaken Elektrode im Bereich der
Vertiefungen um 1% bis 3% erhdéht ist gegenlber den Bereichen

aullerhalb der Vertiefungen. Aulerdem soll die Tiefe der
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Vertiefungen derart gering gewahlt sein, dass die Funktion
der opaken zweiten Elektrode, beispielsweise die Fahigkeit
zur Stromleitung, zur Stromverteilung und/oder zur Spiegelung
der von der OLED erzeugten Strahlung, nicht und/oder

zumindest nicht wesentlich beeintréchtigt wird.

GemaR einer Weiterbildung ist die Kodierung eine Information
und/oder reprisentativ fUr eine Information, beispielsweise
eine Los- oder Rauteilnummer, fiUr eine Information der
Produktrevision, fiur ein Datum und/oder flr Messdaten. Von
der Kodierung kann beispielsweise ein Data Matrix Label
und/oder Klartext gebildet sein. Alternativ kann von dexr
Kodierung eine Art Wasserzeichen gebildet sein, das die
Information tragt. Aufgrund der GroRe des optisch aktiven
Bereichs, in dem die Kodierung ausgebildet ist, kénnen
gegeniiber dem Stand der Technik zusatzliche Informationen in
der Kodierung enthalten sein. AuBerdem kann die Kodierung
nach dem Prozessieren des organischen lichtemittierenden
Bauelements ausgebildet werden, wodurch alternativ oder
zusdtzlich zu der Markierung mit der Los- bzw. Bauteilnummer,
die die Rickverfolgbarkeit des organischen lichtemittierenden
Bauelements erm&glichen, beispielsweise Messdaten, wie z.B.
BIN-Informationen, Informationen der Produktrevision und/oder
ein Datum oder Datumscode in der Kodierung enthalten sein

kénnen.

Gemdfl einer Weiterbildung weist das organische
optoelektronigche Bauelement eine Verkapselung auf, die auf
der von der organischen funktionellen Schichtenstruktur
abgewandten Seite der opaken zweiten Elektrode ausgebildet
ist. Falls das optoelektronische Bauelement eine OLED,
insbesondere ein Bottom-Emitter ist, so kann die Verkapselung
eine DUunnfilmverkapselung, einen Abdeckkdrper und/oder eine
Kavitadtsverkapselung aufweisen, die Uber den Schichten der
OLED ausgebildet werden. Die Verkapselung kann somit die
Dinnfilmverkapselung, die KavitAtsverkapselung und/oder den

Abdeckkbbrper aufweisen.
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Die Aufgabe wird gemdf einem Aspekt der Erfindung gelodst
durch ein Verfahren zum Herstellen eines organischen
optoelektronischen Bauelements, beil dem die erste Elektrode
bereitgestellt, beispielsweise ausgebildet, wird, die
organische funktionelle Schichtenstruktur Uber der ersten
Elektrode ausgebildet wird und die zweite Elektrode Uber der
organischen funktionellen Schichtenstruktur ausgebildet wird.
Die erste Elektrode wird transparent ausgebildet und die
zweite Elektrode wird opak ausgebildet. Die erste Elektrode,
die organische funktionelle Schichtenstruktur und die zweite
Elektrode werden so ausgebildet, dass sie einen
Uberlappungsbereich bilden. In dem Uberlappungsbereich wird
in der opaken zweiten Elektrode auf einer von der organischen
funktionellen Schichtenstruktur abgewandten Seite der opaken
zweiten Elektrode mindestens eine Vertiefung derart
ausgebildet, dass die opake zweite Elektrocde im Bereich der
Vertiefung dinner ist als auferhalb der Vertiefung und dass
die Vertiefung eine Kodierung bildet.

Die Vertiefung bzw. Vertiefungen kdnnen beispielsweise
mittels eines Lasers oder mittels eines Atzprozesses
ausgebildet werden.

GemalR einer Weiterbildung wird die opake zweite Elektrode in
der bzw. den Vertiefungen um 50% bis 90% dinner gemacht als

auferhallb der Vertiefungen.

Gemdld einer Weiterbildung wird eine Dicke der opaken zweiten
Elektrode in der bzw. den Vertiefungen um 1 nm bis 200 nm,
beispielsweise um 100 nm bis 180 nm, dinner gemacht als
auRerhalb der Vertiefungen. In anderen Worten weisen die
Vertiefungen eine Tiefe auf von beispielsweise 1 nm bis 200
nm, beispielsweise 100 nm bis 180 nm.

GemaR einer Weiterbildung ist die Kodierung die Information
und/oder reprasentativ flr die Information, beispielsweilse
eine Los- oder Bauteilnummer, £Ur die Information der

Produktrevision, fir das Datum und/oder fir die Messdaten.
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Gem&fl einer Weiterbildung wird nach dem Ausbilden der
Vertiefungen auf der von der organischen funktionellen
Schichtenstruktur abgewandten Seite der opaken zweiten

Elektrode eine DUnnfilmverkapselung ausgebildet.

Gem&fR einer Weiterbildung wird vor dem Ausbilden der
Vertiefungen auf der von der organischen funktionellen
Schichtenstruktur abgewandten Seite der opaken zweiten

Elektrode eine Kavitdtsverkapselung ausgebildet.

Die Aufgabe wird gemdf einem Aspekt der Erfindung geldst
durch ein Verfahren zum Auslesen der Kodierung, die in dem
organischen optoelektronischen Bauelement, beigpielsweise dem
im Vorhergehenden erléuterten organischen optoelektronischen
Bauelement, enthalten ist. Bel dem Verfahren zum Auslesen der
Kodierung wird eine erste Seite des organischen
optoelektronischen Bauelements mittels einer externen
Lichtquelle beleuchtet, wodurch die Kodierung auf einer
zwelten Seite des organischen optoelektronischen Bauelements,
die von der ersten Seite abgewandt ist, sichtbar wird. Die
Kodierung wird auf der zweiten Seite des organischen

opteoelektronischen Bauelements ausgelesen.

Das organische optoelektronische Bauelement wird somit unter
Durchlicht betrachtet und die Kodierung wird durch die
Beleuchtung mittels Durchlicht sichtbar. Die Kodierung kann
direkt von der zweiten Seite gelegen werden oder auf eine auf
der zweiten Seite liegende Flache projiziert werden und von

der entsprechenden Flache gelesen werden.

Gemifs einer Weiterbildung ist die erste Seite die optisch
inaktive oder nicht sensitive Rlckseite des opaken
organischen optoelektronischen Bauelements und die zweite
Seite ist die optigch aktive bzw. sensitive Vorderseite, also
im Falle einer OLED die im Betrieb des organischen
optoelektronischen Bauelements leuchtende Seite, des

organischen optoelektronischen Bauelements. Dies kann dazu
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beitragen, dass die organische optoelektronische
Schichtenstruktur von der opaken zweiten Elektrode gegenuber
der Strahlung der externen Lichtquelle geschiitzt wird.
Alternativ dazu kann die erste Seite die optisch aktive oder
sensitive Vorderseite des organischen optoelektronischen
Bauelements sein und die zweite Seite kann die optisch
inaktive bzw. nicht sensitive Rluckseite des organischen
opteoelektronischen Bauelements sein.

GemadR einer Weiterbildung hat die externe Lichtguelle eine
Bestrahlungsstirke in einem Bereich von 10 W/m? bis 10000
W/mz2.

Gemafl einer Weiterbildung emittiert die externe Lichtquelle

Licht in einem Wellenlangenbereich von 0.4um bis 0.8um.

Ausfihrungsbeigpiele der Erfindung sind in den Figuren

dargestellt und werden im Folgenden naher erlautert.

Es zeligen:

Figur 1 eine Schnittdarstellung eines Ausfihrungsbeispiels

eines organischen optoelektronischen Bauelements;

Figur 2 eine detaillierte Schnittdarstellung des
organischen optoelektronischen Bauelements gemafs

Figur 1;

Figur 3 eine Draufsicht auf das organische

optoelektronische Bauelement gemdfs Figur 2;

Figur 4 eine detaillierte Schnittdarstellung des
organischen optoelektronischen Bauelements gemafd

Figur 2 und eine externe Lichtguelle;

Figur 5 eine Draufsicht auf das organische

optoelektronische Bauelement gemafs Figur 4;



10

15

20

25

30

35

WO 2016/184983 PCT/EP2016/061326

12

Figur 6 ein Ablaufdiagramm eines Ausflihrungsbeispiels eines
Verfahreng zum Herstellen eines orgariischen

optoelektronischen Bauelements,

Figur 7 ein Ablaufdiagramm eines Ausfihrungsbeispiels eines
Verfahrens zum Auslesen einer Kodierung, die in
einem organischen optoelektronischen Bauelement
enthalten ist.

In der folgenden ausflhrlichen Beschreibung wird auf die
beigefligten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung
spezifische Ausfihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die
Erfindung ausgelbt werden kann. Da Komponenten von
Ausfihrungsbeispielen in einer Anzahl verschiedener
Orientierungen positioniert werden kdénnen, dient die
Richtungsterminologie zur Veranschaulichung und ist auf
keinerleli Weise einschrénkend. Es versteht sich, dass andere
Ausflihrungsbeispiele benutzt und strukturelle oder logische
Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
vergsteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen Ausfihrungsbeispiele miteinander kombiniert
werden kénnen, sofern nicht spezifisch anders angegeben. Die
folgende ausfihrliche Beschreibung ist deshalb nicht in
einschrankendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung wird durch die angefiligten Anspriche
definiert. In den Figuren sind identische cder ahnliche
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen, soweit dies

zweckmafilig ist.

Fig. 1 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel eines organischen
optoelektronischen Bauelements 1. Das organische
optoelektronische Bauelement 1 weist einen Trager 12 auf. Der
Triger 12 ist transparent ausgebildet. Der Trédger 12 dient
als Tragerelement fir elektronische Elemente oder Schichten,
beispielsweise optoelektronische Elemente und/ocder

lichtemittierende oder lichtabsorbierende Schichten. Dex
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Trager 12 kann beispielsweise Kunststoff, Metall, Glas, Quarz
und/oder ein Halbleitermaterial aufwelsen cder daraus
gebildet sein. Ferner kann der Trager 12 eine Kunststofffolie
oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren Kunststofffolien
aufweisen oder daraus gebildet sein. Der Trager 12 kann

mechanisch rigide oder mechanisch flexibel ausgebildet sein.

Auf dem Trager 12 ist eine organische optoelektronische
Schichtenstruktur ausgebildet. Die organische
optoelektronische Schichtenstruktur weist eine erste
Elektrodenschicht 14 auf, die einen ersten Kontaktabschnitt
16, einen zweiten Kontaktabschnitt 18 und eine erste
Elektrode 20 aufweist. Die erste Elektrode 20 ist transparent
ausgebildet. Der Tr&ger 12 mit der ersten Elektrodenschicht
kann auch als Substrat bezeichnet werden. Zwischen dem Trager
12 und der ersten Elektrodenschicht 14 kann eine erste nicht
dargestellte Barriereschicht, beispielsweise eine erste

Barrieredinnschicht, ausgebildet sein.

Die erste Elektrode 20 ist von dem ersten Kontaktabschnitt 16
mittels einer elektrischen Isolierungsbarriere 21 elektrisch
isoliert. Der zwelte Kontaktabschnitt 18 ist mit der ersten
Elektrode 20 der organischen optoelektronischen
Schichtenstruktur elektrisch gekoppelt. Die erste Elektrode
20 kann als Anode oder als Kathode ausgebildet sein. Die
erste Elektrode 20 weist ein elektrisch leitfdhiges Material
auf, beispielsweise Metall und/oder ein leitfahiges
transparentes Oxid (transparent conductive oxide, TCO) oder
einen Schichtenstapel mehrerer Schichten, die Metalle oder
TCOs aufweisen. Die erste Elektrode 20 kann beispielsweise
einen Schichtenstapel einer Kombination einer Schicht eines
Metalls auf einer Schicht eines TCOs aufwelsen, oder
umgekehrt. Ein Beispiel ist eine Silberschicht, die auf einer
Indium-Zinn-0Oxid-Schicht (ITO) aufgebracht ist (Ag auf ITO)
oder ITO-Ag-ITO Multischichten. Die erste Elektrode 20 kann
alternativ oder zusdtzlich zu den genannten Materialien
aufweisen: Netzwerke aus metallischen Nanodrdhten und -

teilchen, beispielsweise aus Ag, Netzwerke aus Kohlenstoff-
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Nanorohren, Graphen-Teilchen und -Schichten und/oder
Netzwerke aus halbleitenden Nanodréahten.

Uber der ersten Elektrode 20 ist eine organische funktionelle
Schichtenstruktur 22, der organischen optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet. Die organische funktionelle
Schichtenstruktur 22 kann beispielsweise eine, zwel oder mehr
Teilschichten aufweisen. Beispielsweise kann die organische
funktionelle Schichtenstruktur 22 eine Lochinjektionsschicht,
eine Lochtransportschicht, eine Emitterschicht, eine
Elektronentransportschicht und/oder eine
Elektroneninjektionsschicht aufweisen. Die
Lochinjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlicke
zwigchen erster Elektrode und Lochtransportschicht. Bei der
Lochtransportschicht ist die Lochleitfdhigkeit grdéfer als die
Elektronenleitfdhigkeit. Die Lochtransportschicht dient zum
Transportieren der Lécher. Bei der Elektronentransportschicht
ist die Elektronenleitfahigkeit grdBer als die
Lochleitfdhigkeit. Die Elektronentransportschicht dient zum
Transportieren der Elektronen. Die
Elektroneninjektionsschicht dient zum Reduzieren der
Bandllicke zwischen zweiter Elektrode und
Elektronentransportschicht. Ferner kann die organische
funktionelle Schichtenstruktur 22 ein, zweil oder mehr
funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten, die jeweils die
genannten Teilschichten und/oder weitere Zwischenschichten

aufweigen.

Uber der organischen funktionellen Schichtenstruktur 22 ist
eine zweite Elektrode 23 der organischen optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet, die elektrisch mit dem ersten
Kontaktabschnitt 16 gekoppelt ist. Die zweite Elektrode 23
ist opak, also nicht transparent ausgebildet. Die zweite
Elektrode 23 weist ein elektrisch leitfdhiges Material,
beispielsweise Metall, auf oder ist daraus gebildet. Die
zweite Elektrode 23 kann spiegelnd ausgebildet sein,
beispielsweise von dem Trager 12 aus gesehen. Die erste

Elektrode 20 dient beispielsweise als Anode oder Kathecde der
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organischen optoelektronischen Schichtenstruktur. Die zweite
Elektrode 23 dient korrespondierend zu der ersten Elektrode
als Kathode bzw. Anode der organischen optoelektronischen
Schichtenstruktur.

Die organische optoelektronische Schichtenstruktur weist
einen elektrisch und/oder optisch aktiven odexr optisch
sensitiven Bereich auf. Der aktive Bereich ist beispielsweise
der Bereich des organischen optoelektronischen Bauelements
10, in dem elektrischer Strom zum Betrieb des organischen
optoelektronischen Bauelements 10 flieRt und/oder in dem
elektromagnetische Strahlung erzeugt oder absorbiert wird.
Insbesondere wird der optisch aktive bzw. sensitive Bereich
von einem Uberlappungsbereich 40 gebildet, in dem die erste
Elektrode 20, die organische funktionelle Schichtenstruktur
22 und die zweite Elektrode 23 einander Uberlappen. Auf oder
Uber dem aktiven Bereich kann eine Getter-Struktur (nicht
dargestellt) angeordnet sein. Die Getter-Schicht kann
transluzent, transparent oder opak ausgebildet sein. Die
Getter~-Schicht kann ein Material aufweisen oder daraus
gebildet sein, das Stoffe, die schadlich flir den aktiven

Bereich sind, absorbiert und bindet,

Uber der zweiten Elektrode 23 und teilweise {iber dem ersten
Kontaktabschnitt 16 und teilweise Uber dem zweiten
Kontaktabschnitt 18 ist eine Verkapselungsschicht 24 der
organischen optoelektronischen Schichtenstruktur ausgebildet,
die die organische optoelektronische Schichtenstruktur
verkapselt. Die Verkapselungsschicht 24 kann als zweite
Barriereschicht, beispielsweise als zweilte
Barrieredlinngchicht, ausgebildet sein. Die
Verkapselungsschicht 24 kann auch als Dinnschichtverkapselung
bezeichnet werden. Die Verkapselungsschicht 24 bildet eine
Barriere gegenlber chemischen Verunreinigungen bzw.
atmosphdrischen Stoffen, insbesondere gegeniuber Wasser
(Feuchtigkeit) und Sauerstoff. Die Verkapselungsschicht 24
kann alsg eine einzelne Schicht, ein Schichtstapel oder eine
Schichtstruktur ausgebildet sein. Die Verkapselungsschicht 24
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kann aufweisen oder daraus gebildet sein: Aluminiumoxid,
Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid
Lanthaniumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid,
Giliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminium-
dotiertes Zinkoxid, Karbide und/oder Verbindungen mit
Karbiden, Poly{p-phenylenterephthalamid), Nylon 66, sowie
Mischungen und Legierungen derselben. Gegebenenfalls kann die
erste Barriereschicht auf dem Trager 12 korrespondierend zu
einer Ausgestaltung der Verkapselungsschicht 24 ausgebildet
sein.

In der Verkapselungsschicht 24 sind Uber dem ersten
Kontaktabgschnitt 16 eine erste Ausnehmung der
Verkapselungsschicht 24 und liber dem zweiten Kontaktabschnitt
18 eine zweite Ausnehmung der Verkapselungsschicht 24
ausgebildet. In der ersten Ausnehmung der
Verkapselungsschicht 24 ist ein erster Kontaktbereich 32
freigelegt und in der zweiten Ausnehmung der
Verkapselungsschicht 24 ist ein zweiter Kontaktbereich 34
freigelegt., Der erste Kontaktbereich 32 dient zum
elektrischen Kontaktieren des ersten Kontaktabschnitts 16 und
der zweite Kontaktbereich 34 dient zum elektrischen
Kontaktieren des zwelten Kontaktabschnitts 18.

Uber der Verkapselungsschicht 24 ist eine Haftmittelschicht
36 ausgebildet. Die Haftmittelschicht 36 weist beispielsweise
ein Haftmittel, beisgpielsweise einen Klebstoff,
beigpielsweise einen Laminierklebstoff, einen Lack und/oder
ein Harz auf. Die Haftmittelschicht 36 kann beispielsweise
Partikel aufweigen, die elektromagnetiesche Strahlung streuen,
beispielsweise lichtstreuende Partikel.

Uber der Haftmittelschicht 36 ist ein Abdeckkdrper 38
ausgebildet. Die Haftmittelschicht 36 dient zum Befestigen
des Abdeckkdrpers 38 an der Verkapselungsschicht 24. Der
Abdeckkodrper 38 weilst beispielsweise Kunststoff, Glas
und/oder Metall auf. Beispielsweise kann der Abdeckkdrper 38

im Wesentlichen aus Glas gebildet sein und eine dunne
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Metallschicht, beispielsweise eine Metallfolie, und/oder eine
Graphitschicht, beispielsweise ein Graphitlaminat, auf dem
Glaskorper aufweisen. Der Abdeckkdrper 38 dient zum Schitzen
des organischen optoelektronischen Bauelements 1,
beispielsweise vor mechanischen Krafteinwirkungen von auffen.
Ferner kann der Abdeckkdrper 38 zum Verteilen und/oder
Abflthren von Hitze dienen, die in dem organischen
optoelektronischen Bauelement 1 erzeugt wird. Beispielsweise
kann das Glas des Abdeckkérpers 38 als Schutz vor duferen
Einwirkungen dienen und die Metallschicht des Abdeckkdrpers
38 kann zum Verteilen und/oder Abflthren der beim Betrieb deg
organischen optoelektronischen Bauelements 1 entstehenden

Warme dienen.

Figur 1 zeigt als optoelektronisches Bauelement 1
insbesondere eine OLED, die als Bottom-Emitter ausgebildet
igst und die von ihr selbst erzeugtes Licht 42 durch die
transparente erste Elektrode 20 und den Trager 12 hindurch,
in Figur 1 nach unten, abstrahlt. Beli dieser OLED bildet der
Trager 12 die Vorderseite der OLED und der Abdeckkdrper 38
bildet die RlUckseite der OLED. Alternativ kann auf die
Haftmittelschicht 36 und/oder den Abdeckkdrper 38 verzichtet
werden. Ferner kann alternativ oder zusatzlich zu der
Verkapselungsschicht 24 eine Kavit&tsverkapselung ausgebildet
sein.

Fig. 2 zeigt eine detaillierte Schnittdarstellung des
organischen optoelektronischen Bauelements 1 gemdf Figur 1.
Das organische optoelektronische Bauelement 1 ist gegenlber
dem in Figur 1 gezeigten organischen optoelektronischen
Bauelement 1 derart gedreht, dass in Figur 2 der Trager 12
oben ist und die Verkapselungsschicht 24 unten ist. Aus
Grinden der besseren Ubersicht sind die Haftmittelschicht 36

und der Abdeckkdrper 38 in Figur 2 nicht dargestellt.

Die opake zweite Elektrode 23 weist auf ihrer von der
organischen funktionellen Schichtenstruktur 22 abgewandten

Seite Vertiefungen 44 auf. Die opake zweite Elektrode 23
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weist im Wesentlichen eine Dicke D auf. Die Vertiefungen 44
weisen eine Tiefe T auf. In den Rereichen der Vertiefungen 44
ist die Dicke D der opaken Elektrode um die Tiefe T
verringert. Die Dicke der opaken zweiten Elektrode 23 ist in
den Vertiefungen 44 um 1 nm bis 200 nm, beispielsweise 100 nm
bis 180 nm geringer als auferhalb der Vertiefungen 44. In
anderen Worten liegt die Tiefe T in einem Bereich von
beispielsweise 1 nm bis 200 nm, beispielsweise 100 nm bis 180
nm. Die opake zweite Elektrode 23 kann in der bzw. den
Vertiefungen 44 um 50% bis 90% dinner sein als aufferhalb der

Vertiefungen 44.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf das organische
optoelektronische Bauelement 1 gemaf Figur 2, insbesondere
eine Draufsicht von aufen auf den optisch aktiven Bereich des
organischen optoelektronischen Bauelements 1 und den Trager
12 und damit auf die Vorderseite des organischen
optoelektronischen Bauelements 1. Das dargestellte organische
optoelektronische Bauelement 1 kann in aktivem, also
eingeschaltetem, oder in inaktivem, beispielsweise in
ausgeschaltetem, Zustand sein. Die Vorderseite des
organischen optoelektronischen Bauelements 1 weist ein
homogenes Erscheinungsbild auf, zumindest sind die
Vertiefungen 44 und die entsprechende Kodierung von der

Vorderseite aus nicht erkennbar.

Fig. 4 zeigt eine detaillierte Schnittdarstellung des
organischen optoelektronischen Bauelements 1 gemafy Figur 2
und eine externe Lichtquelle 46. Die externe Lichtquelle 46
beleuchtet in Figur 1 von unten, also von der Rlickseite aus,
das organische optoelektronische Bauelement 1. Die externe
Lichtguelle 46 ist eine starke Lichtguelle mit einer hohen
Intensitdt. Beilspielsweise erzeugt die externe Lichtgquelle 46
Licht mit einer Bestrahlungsstérke in einem Bereich von 10
W/m? bis 10000 W/m?2, beispielsweise in einem Bereich wvon 10
W/m2 bis 5000 W/m?, beispielsweise in einem Bereich von 10
W/m? bis 2000 W/m2. Die externe Lichtquelle 46 emittiert

Licht in einem Wellenlangenbereich beispielsweise von 0,4 um
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bis 3,0 um, beispielsweise von 0,4 uym bis 1,5 um,

beispielswelise von 0,4 um bis 0,8um.

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf das organische
optoelektronische Bauelement 1 gemdf Figur 4, das mittels der
externen Lichtquelle 46 beleuchtet wird. Das ohne die externe
Lichtguelle 46 homogene Erscheinungsbild des organischen
optoelektronischen Bauelements 1 ist nun nicht mehr gegeben.
Im Gegensatz dazu ist eine Kodierung erkennbar, die von den
Vertiefungen 44 gebildet ist. Die Kodierung und die
vertiefungen 44 sind in dem optisch aktiven Bereich,

insbesondere in dem Uberlappungsbereich 40, gebildet.

Die Kodierung ist eine Information und/oder reprasentativ fir
eine Information, flr eine Information der Produktrevigion,
flir ein Datum und/oder f£lir Messdaten. Das Datum kann
beispielsweise ein Herstellungs- und/oder
Fertigstellungsdatum des organischen optoelektronischen
Bauelements 1 sein. Die Messdaten kénnen beispielsweise
Megsdaten sein, die mittels Tesgtens und Megsens des
organischen optoelektronischen Bauelements 1 gewonnen wurden.
Die Messdaten kdnnen sich beigpielsweise auf eine Helligkeit,
eine Farbwiedergabe, einen Farbort und/oder eine Leuchtdichte
des mittels des organischen coptoelektronischen Bauelements 1
erzeugten Lichts beziehen. Von der Kodierung kann
beigpielsweise ein Data Matrix Label und/oder Klartext
gebildet sein. Alternativ kann von der Kodierung eine Art
Wasserzelchen gebildet sein, das die Information tragt.
Aufgrund der GrofRe des optisch aktiven Bereichs, in dem die
Kodierung ausgebildet ist, kénnen gegeniiber dem Stand der
Technik zusdtzliche Informationen in der Kodierung enthalten
sein. AuRerdem kann die Kodierung nach dem Prozessieren des
organischen lichtemittierenden Bauelements 1 ausgebildet
werden, wodurch alternativ oder zusdtzlich zu der Markierung
mit der Los- bzw. Bauteilnummer, die die Rluckverfolgbarkeit
des organischen lichtemittierenden Bauelements 1 ermdglichen,

beispielsweise Messdaten, wie z.B. BIN-Informationen,
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Informationen der Produktrevisicn und/oder ein Datum oder

Datumscode in der Kodierung enthalten sein kénnen.

Die Tiefe T der Vertiefungen 44 ist derart gering, dass die
Kodierung bei der normalen Verwendung des organischen
optoelektronischen Bauelements 1 ohne Hilfsmittel nicht
lesbar ist. Die Tiefe T der Vertiefungen ist derart tief,
dass die Kodierung ausschliefflich bei der Beleuchtung mittels
der externen Lichtquelle 46 im Durchlicht oder beim Halten
des organischen lichtemittierenden Bauelements 1 ins direkte
Scnnenlicht im Durchlicht lesbar ist. Beisplelgweige kann die
Tiefe T der Vertiefungen 44 derart sein. Beisgpielsweise
betragt die Transparenz im Bereich der Vertiefungen 1% bis
100%, beispielsweise 1% bis 50%, beispielsweise 2% bis 15%,
und aufderhalb der Vertiefungen keine Transparenz, also 0%

oder zumindest naherungsweise 0%.

BuBerdem soll die Tiefe T der Vertiefungen 44 derart gering
gelin, dasgs die Funktion der zwelten Elektrode 23,
beispielsweise die Fahigkeit zur Stromleitung, zur
Stromverteilung und/oder zur Spiegelung des von dem
organischen optoelektronischen Bauelement 1 erzeugten Lichts,
nicht und/oder zumindest nicht wesentlich beeintrichtigt

wird.

Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausflhrungsbeispiels
eines Verfahrens zum Herstellen eines organischen
optoelektronischen Bauelements, beispielsweise des im
Vorhergehenden erlauterten organischen optoelektronischen

Bauelements 1.

In einem optionalen Schritt S2 kann ein Trager bereitgestellt
werden, beispielsweise der im Vorhergehenden erlduterte
Trager 12.

In einem Schritt S84 wird eine transparente erste Elektrode
ausgebildet, beispielsweise die im Vorhergehenden erlauterte
transparente erste Elektrode 20. Falls in dem Schritt S2 der
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Trager 12 bereitgestellt wird, wird die erste Elektrode 20
Uber dem Trager 12 ausgebildet. Falls in dem Schritt 82 der
Trager 12 nicht ausgebildet wird bzw. der Schritt S2 nicht
ausgefihrt wird, so kann die erste Elektrode 20 als Trager

dienen.

In einem Schritt 86 wird eine organische funktionelle
Schichtenstruktur ausgebildet, beispielsweise die im
Vorhergehenden erlauterte organische funktionelle
Schichtenstruktur 22. Die organische funktionelle
Schichtenstruktur 22 wird {ber der ersten Elektrode 20

ausgebildet.

In einem Schritt S8 wird eine opake zweite Elektrode
ausgebildet. Beispielsweise wird die im Vorhergehenden
erlauterte opake zweite Elektrode 23 Uber der organischen
funktionellen Schichtenstruktur 22 ausgebildet. Die opake

zwelte Elektrode 23 kann spiegelnd ausgebildet sein.

In einem optionalen Schritt S10 kann eine
Kavitatsverkapselung Uber der zweiten Elektrode 23

ausgebildet werden.

In einem Schritt S12 werden Vertiefungen ausgebildet.
Beispielsweise werden die Vertiefungen 44 in der
opakenzweiten Elektrode 23 ausgebildet. Die Vertiefungen 44
werden auf einer von der organischen funktionellen
Schichtenstruktur 22 abgewandten Seite der opaken zweiten
Elektrode 23 ausgebildet. Die Vertiefungen 44 kodnnen
beispielsweise mittels Lasers oder mittels Atzens ausgebildet
werden. Falls in dem Schritt 510 die Kavitdtsverkapselung
ausgebildet wird, so kénnen die Vertiefungen 44 vor oder nach

dem Ausbilden der Kavitdtsverkapselung ausgebildet werden.

In einem optionalen Schritt S14 wird eine
Dinnfilmverkapselung ausgebildet. Beispielsweise wird die im
Vorhergehenden erlauterte Dinnfilmverkapselung 24 Uber der
zweiten Elektrode 23 ausgebildet. Falls die
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Dinnfilmverkapselung 24 ausgebildet wird, so werden die

Vertiefungen 44 vor der Duinnfilmverkapselung 24 ausgebildet.

Optional kénnen in einem oder mehreren weiteren Schritten
zusdtzliche Verkapselungselemente, wie beispielsweise die
Haftmittelschicht 36 und/oder der Abdeckkdrper 38 ausgebildet

werden.

Fig. 7 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausflhrungsbeispiels
eines Verfahreng zum Auslesen der Kodierung, die in einem
organischen optoelektronischen Bauelement beispielsweise dem
im Vorhergehenden erlauterten organischen optoelektronischen
Bauslement 1, beigpielsweise der im Vorhergehenden
erlauterten OLED, enthalten ist.

In einem Schritt 816 wird dasgs organische optoelektronische
Bauelement 1 beleuchtet. Das organische optoelektronische
Bauelement 1 wird mittels einer externen Lichtquelle
beleuchtet, beispilelsweise mittels dexr im Vorhergehenden
erlduterten externen Lichtquelle 46. Insbesondere wird
vorzugsweise die RlUckseite des organischen optoelektronischen
Bauelements 1, auf der das organische optoelektronische
Bauelement 1 gelbst kein Licht emittiert oder absorbiert,
beleuchtet. Das Licht der externen Lichtquelle 46 weist eine
derart hohe Intensitdt auf, dass die bei normaler Verwendung
das opake organische optoelektronische Bauelement 1 und
insbesondere die opake zweite Elektrode 23 im Bereich der
Vertiefungen 44 transparent wird, derart dass die Kodierung
von der Vorderseite des organischen optoelektronischen
Bauelements 1 aus, auf der das organische optoelektronische
Bauelement 1 Licht bzw. absorbiert emittiert, erkennbar ist.

In einem Schritt 8518 wird die Kodierung ausgelesen. Die
Kodierung kann beispielswelse von einem Menschen gelesen
werden oder mittels einer Maschine, beispielsweise mittels
eines optischen Sensors oder einer Kamera ausgelesen werden.
Die Kodierung kann direkt von der Vorderseite ausgelesen

werden oder auf eine der Vorderseite zugewandte Flache
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projiziert werden und von der entsprechenden Flache abgelesen

werden,

Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
5 Ausflihrungsbeispiele beschrankt. Beispielsweige kann auf den
Trager 12 und/cder den Abdeckkdrper 38 verzichtet werden.
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Patentanspriiche

1. Organisches optoelektronisches Bauelement (1), mit

einer ersten Elektrode (20},

einer organischen funktionellen Schichtenstruktur (22),
die Uber der ersten Elektrode (20) ausgebildet ist,

einer zweiten Elektrode (23), die {tber der organischen
funktionellen Schichtenstruktur (22} ausgebildet ist,
wobeili die zweite Elektrode (23), die organische funkticnelle
Schichtenstruktur (22) und die erste Elektrode (20) einen
Uberlappungsbereich (40) bilden, wobei die erste Elektrode
(20) transparent ist und die zweite Elektrode (23) opak ist
und wobei in dem Uberlappungsbereich (40) die opake zweite
Elektrode (23) auf einer von der organischen funktionellen
Schichtengtruktur (22) abgewandten Seite mindestens eine
Vertiefung (44) aufweist, in der die opake zweite Elektrode
(23) dinner ausgebildet ist als auferhalb der Vertiefung (44)
und die eine Kodierung bildet.

2. Organisches optoelektronisches Bauelement (1) nach
Anspruch 1, bei dem die opake zweite Elektrode (23) in der
Vertiefung (44) um 50% bis 90% dinner als aulerhalb der

Vertiefung (44) ist.

3. Organisches optoelektronisches Bauelement (1) nach einem
der vorstehenden Anspruche, bei dem eine Dicke (D) der opaken
zweiten Elektrode (23) im Bereich der Vertiefung (44) um 1 nm
bis 200 nm, beispielsweise um 100 nm bis 180 nm geringer ist
als auRerhalb der Vertiefung (44).

4, Organisches optoelektronisches Bauelement (1) nach einem
der vorstehenden Ansgpriiche, bei dem die Kodierung eine
Information ist und/oder reprasentativ fir eine Information,
beispielsweise eine Los- oder Bauteilnummer, eine Information

der Produktrevision, ein Datum und/oder Messdaten ist.

5. Organisches optcelektronisches Bauelement (1) nach einem

der vorstehenden Anspriche, mit einer Verkapselung (24, 36,
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38), die auf der von der organischen funktionellen
Schichtenstruktur (22) abgewandten Seite der opaken zweiten
Elektrode (23) ausgebildet ist.

6. Verfahren zum Herstellen eines corganischen
optoelektronischen Bauelements (1), beil dem

eine erste Elektrode (20) bereitgestellt wird,

eine organische funktionelle Schichtenstruktur (22} Uber
der ersten Elektrode {(20) ausgebildet wird,

eine zweite Elektrode (23) lber der organischen
funktionellen Schichtenstruktur (22) ausgebildet wird,
wobel die zweite Elektrode (23), die organische funktionelle
Schichtenstruktur (22) und die erste Elektrode (20} einen
Uberlappungsbereich (40) bilden und wobei die erste Elektrode
(20) transparent ist und die zweite Elektrode (23) opak ist
und wobei in dem Uberlappungsbereich (40) auf einer von der
organischen funktionellen Schichtenstruktur (22) abgewandten
Seite der opaken zweiten Elektrode (23) in der opaken zweiten
Elektrode {(23) mindestens eine Vertiefung (44) derart
ausgebildet wird, dass die opake zweite Elektrode (23) in der
Vertiefung (44) dinner ausgebildet ist als auBerhalb der
Vertiefung (44) und dass die Vertiefung (44) eine Kodierung
bildet.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die opake zweite
Elektrode (23) in der Vertiefung (44) um 50% bis 90% dunner
ausgebildet wird als auRerhalb der Vertiefung (44).

8. Verfahren nach einem dexr Angpriche 6 oder 7, bei dem die
zwelte opake Elektrode (23) in der Vertiefung um 1 nm bis 200
nm, beispielsweise um 100 nm bis 180 nm, dinner gemacht wird

als auRerhallb der Vertiefung (44).

9. Verfahren nach einem der Ansprlche 6 bis 8, beil dem die
Kodierung eine Information ist und/oder reprasentativ fir
eine Information, beispielsweise eine Los- oder
Bauteilnummer, eine Information der Produktrevision, ein

Datum und/oder Messdaten ist.
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10. Verfahren nach einem der Anspriche 6 bis 9, bei dem nach
dem Ausbilden der Vertiefung (44) auf der von der organischen
Funktionellen Schichtenstruktur (22) abgewandten Seite der
opaken zweiten Elektrode (23) eine DUinnfilmverkapselung (24)
ausgebildet wird.

11. Verfahren nach einem der AnsprlUche 6 bis 9, bei dem vor
dem Ausbilden der Vertiefung (44) auf der von der organischen
funktionellen Schichtenstruktur (22) abgewandten Seite der
opaken zweiten Elektrode ({23) eine Kavitatsverkapselung
ausgebildet wird.

12. Verfahren zum Auslesen einer Kodierung, die in einem
organischen optoelektronischen Bauelement (1) enthalten ist,
bei dem

eine erste Seite des organischen optoelektronischen
Bauelements (1) mittels einer externen Lichtquelle (46)
beleuchtet wird, wodurch die Kodierung in einem optisch
aktiven Bereich auf einer zweiten Seite des organischen
optoelektronischen Bauelements (1), die von der ersten Seite
abgewandt ist, sichtbar wird und

die Kodierung auf der zweiten Seite des organischen
optoelektronischen Bauelements (1) ausgelesen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die erste Seite die
im Betrieb des organischen optoelektronischen Bauelements (1)
optisch inaktive oder nicht sensitive Rlckseite des
organischen optoelektronischen Bauelements (1) ist und die
zwelte Seite die im Betrieb des organischen
optoelektronischen Bauelements (1) optisch aktive oder
sensitive Vorderseite des organischen optoelektronischen
Bauelements (1) ist.

14. Verfahren nach einem der Ansprliche 12 oder 13, bei dem
die externe Lichtquelle (46) eine Bestrahlungsstérke hat in
einem Bereich von 10 bis 10000 W/m2.



WO 2016/184983 PCT/EP2016/061326

28

15. Verfahren nach einem der Ansprlche 12 bis 14, bei dem
die externe Lichtquelle (46) Licht emittiert in einem

Wellenldngenbereich von 0,4 pm bis 0,8 pm.
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